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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】開口率及び透過率が向上し、製造費用を低減で
きる横電界型液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶層を介して対向する第１基板及び第２
基板と、第１基板の内側面で相互交差するゲート配線１
０３及びデータ配線１３０と、ゲート配線と平行な共通
配線１０９と、ゲート配線及びデータ配線に接続された
薄膜トランジスタＴｒと、薄膜トランジスタ上の表示領
域全面に設けられたカラーフィルター層と、カラーフィ
ルター層の上のフォトアクリルからなる第１保護層と、
第１保護層の上にデータ配線と重なる垂直部とゲート配
線及び共通配線と重なる水平部からなり、表示領域で格
子形状の補助共通配線１７５と、各画素領域内に補助共
通配線の水平部から分岐した多数のバー形状の中央部共
通電極１７３及びそれと交互に設けられた画素電極１７
０と、非表示領域で表示領域を囲み、カラーフィルター
層の構成物質からなるエッジ部の光漏れ防止パターンを
有する。
【選択図】図４



(2) JP 2013-37364 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域と非表示領域に定義され、液晶層を介在して対向して貼り合わせられた第１基
板及び第２基板と；
　前記第１基板の内側面の前記表示領域で相互交差して多数の画素領域を定義するゲート
配線及びデータ配線と、前記ゲート配線と平行に設けられた共通配線と；
　前記ゲート配線及び前記データ配線に接続し、前記各画素領域に備えられた薄膜トラン
ジスタと；
　前記薄膜トランジスタ上に前記表示領域の全面に設けられたカラーフィルター層と；
　前記カラーフィルター層の上に設けられた、フォトアクリルからなる第１保護層と；
　前記第１保護層の上に前記データ配線と重なる垂直部と前記ゲート配線及び前記共通配
線と重なる水平部からなり、前記表示領域で格子形状で設けられた補助共通配線と、各画
素領域内に前記補助共通配線の水平部から分岐した多数のバー形状の中央部共通電極及び
それと交互に設けられた多数のバー形状の画素電極と；
　前記非表示領域で前記表示領域を囲み、前記カラーフィルター層の構成物質からなる、
エッジ部の光漏れ防止パターン
を有する横電界型の液晶表示装置。
【請求項２】
　前記薄膜トランジスタと前記カラーフィルター層の間には、前記第１基板の全面に無機
絶縁物質からなる第２保護層が設けられたことを特徴とする請求項１に記載の横電界型の
液晶表示装置。
【請求項３】
　前記カラーフィルター層は赤、緑、青のカラーフィルターパターンが順次繰り返して形
成され、前記各カラーフィルターパターンの境界は前記各画素領域の境界に位置すること
を特徴とする請求項２に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記赤、緑、青のカラーフィルターパターンは各画素領域の境界で隣り合う画素領域に
備えられたカラーフィルターパターンとの間に重なって設けられたことを特徴とする請求
項３に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記エッジ部の光漏れ防止パターンは、前記赤、緑、青のカラーフィルターパターンと
同一物質からなる赤、緑、青のうち、相互異なる二色以上のカラーフィルターパターンが
重なって設けられたことを特徴とする請求項３、または請求項４に記載の横電界型の液晶
表示装置。
【請求項６】
　前記第１基板には、前記各画素領域に前記共通配線から分岐して前記データ配線と平行
に隣り合って設けられた最外殻共通電極が設けられ、前記補助共通配線の垂直部は前記デ
ータ配線と前記最外殻共通電極の離隔領域を覆うように前記最外殻共通電極と重なって設
けられたことを特徴とする請求項５に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記各画素領域において前記第１保護層と前記カラーフィルター層と前記第２保護層に
は、前記薄膜トランジスタのドレイン電極を露出させるドレインコンタクトホールと前記
最外殻共通電極を露出させる共通コンタクトホールが備えられ、
　前記画素電極は前記ドレインコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタのドレイ
ン電極に接触し、
　前記補助共通配線は前記共通コンタクトホールを介して前記最外殻共通電極に接触する
ことを特徴とする請求項６に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記各画素領域において、前記第１保護層と前記カラーフィルター層と前記第２保護層
には、前記薄膜トランジスタのドレイン電極を露出させるドレインコンタクトホールが備
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えられ、前記画素電極は前記ドレインコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタの
ドレイン電極に接触し、
　前記補助共通配線と前記共通配線は前記非表示領域で相互接触することを特徴とする請
求項６に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記各画素領域内の前記第１保護層の上部には前記バー形状の画素電極の一端を全て接
続する画素パターンが形成されたことを特徴とする請求項１、または請求項２に記載の横
電界型の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記補助共通配線と前記画素電極と前記中央部共通電極は、不透明な金属物質からなる
下部層と透明な導電性物質、または銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる上部層の二層構造を有
することを特徴とする請求項１、または請求項２に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記透明な導電性物質は酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ
）、アルミドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）のうち、いずれか一つであることを特徴とする請求
項１０に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記共通配線は第１ストレージ電極を構成し、前記薄膜トランジスタのドレイン電極は
前記第１ストレージ電極と重なるように設けられることで第２ストレージ電極を構成し、
順次積層された前記第１ストレージ電極と前記ゲート絶縁膜と前記第２ストレージ電極は
ストレージキャパシタを構成することを特徴とする請求項１、または請求項２に記載の横
電界型の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記第２基板の内側面には、前記画素領域の境界に対応して第１高さで、所定の間隔で
離隔する柱状のギャップ形成用スペーサと、前記第１高さより低い第２高さで、所定の間
隔で離隔する柱状のめりこみ防止用スペーサが設けられたことを特徴とする請求項１、ま
たは請求項２に記載の横電界型の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記データ配線と前記画素電極と前記最外殻共通電極及び前記中央部共通電極は、前記
各画素領域の中央部を基準に対称的に曲がった形状を有することによって、各画素領域が
二重ドメインをなすことを特徴とする請求項１、または請求項２に記載の横電界型の液晶
表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）に関するものであって、特に開口率を向上させ、マスク工程数を低減させることがで
きる横電界型の液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、液晶表示装置は低消費電力、優れた携帯性、そして技術集約的で高付加価値の次
世代ディスプレイの素子として脚光を浴びている。
【０００３】
　液晶表示装置は、一般的に液晶の光学的異方性と分極特性によって駆動される。前記液
晶は細長い構造をしているため、分子の配列に方向性があり、液晶に電界を人為的に印加
することで分子配列の方向を制御することができる。
【０００４】
　従って、前記液晶の分子配列の方向を調整すると、液晶の分子配列が変化し、光学的異
方性によって光が前記液晶の分子配列の方向に屈折して、画像情報を表現することができ
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る。
【０００５】
　現在は、薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された画素電極がマトリク
ス状に配置されたアクティブマトリクス型の液晶表示装置（以下、液晶表示装置と略す）
が、解像度及び動画を具現化する能力から最も注目を集めている。
【０００６】
　かかる液晶表示装置は、一般的に共通電極が設けられたカラーフィルター基板と、画素
電極が設けられたアレイ基板と、前記両基板の間に介在された液晶からなるが、共通電極
と画素電極の間に前記両基板に対して垂直方向にかかる電界によって液晶が駆動される方
式であって、透過率と開口率などの特性に優れている。
【０００７】
　しかし、垂直方向にかかる電界による液晶駆動は、視野角特性が劣るという短所を有し
ている。
【０００８】
　そこで、前記短所を克服するため、共通電極と画素電極が共にアレイ基板に設けられ、
横電界によって駆動されることで視野角特性に優れた横電界型の液晶表示装置が提案され
た。
【０００９】
　以下、図１を用いて一般的な横電界型の液晶表示装置に関して説明する。
【００１０】
　図１は、一般的な横電界型の液晶表示装置の断面図である。
【００１１】
　図１に示すように、一般的な横電界型の液晶表示装置は、カラーフィルター基板の上部
基板９とアレイ基板の下部基板１０が互いに離隔対向して形成されており、その間には液
晶層１１が介在されている。
【００１２】
　前記下部基板１０上にはバー形状を持つ共通電極１７と画素電極３０が同一平面上に交
互に設けられており、前記液晶層１１は前記共通電極１７と前記画素電極３０による水平
電界Ｌによって駆動される。
【００１３】
　図２ａ及び図２ｂは一般的な横電界型の液晶表示装置のオン・オフ状態における動作を
それぞれ示す断面図である。
【００１４】
　まず、電圧が印加されたオン状態における液晶の配列状態を示す図２ａを参照する。前
記共通電極１７及び前記画素電極３０に対応する位置の液晶１１ａにおける相変位はない
が、共通電極１７及び画素電極３０の間に位置する液晶１１ｂは、両電極間に電圧が印加
されることで形成される水平電界Ｌによって、前記水平電界Ｌと同じ方向に配列されるこ
とになる。即ち、前記横電界型の液晶表示装置は液晶１１ａ、１１ｂが水平電界によって
駆動されるため、視野角が広くなるという特性を有する。
【００１５】
　従って、前記横電界型の液晶表示装置を正面から見るとき、上下左右に凡そ８０度ない
し８９度の方向においても反転現象なく見ることができる。
【００１６】
　次に、図２ｂを参照すると、前記液晶表示装置に電圧が印加されていないオフ状態にお
いては、前記共通電極１７と前記画素電極３０の間に水平電界が形成されていないため、
液晶１１ａ、１１ｂの配列状態は変わらないことが分かる。
【００１７】
　図３は、従来の一般的な横電界型の液晶表示装置において、一つの画素領域の中央部を
切断した断面図である。
【００１８】
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　図３に示すように、従来の一般的な横電界型の液晶表示装置９５は、アレイ基板４０と
カラーフィルター基板７０と両基板４０、７０の間に介在された液晶層９０からなる。
【００１９】
　前記アレイ基板４０においては、所定の間隔で離隔し、横方向に平行に配置された多数
のゲート配線（不図示）と、前記ゲート配線（不図示）に近接して平行に配置された共通
配線（不図示）と、前記ゲート配線（不図示）及び前記共通配線（不図示）と交差し、特
に前記ゲート配線（不図示）とは交差して画素領域Ｐを定義するデータ配線５０が、ゲー
ト絶縁膜４８を介してその下部・上部で構成されている。
【００２０】
　そして、前記各画素領域Ｐには、ゲート電極（不図示）と半導体層（不図示）とソース
電極（不図示）及びドレイン電極（不図示）からなる薄膜トランジスタ（不図示）が備え
られており、前記薄膜トランジスタ（不図示）を覆うように保護層６０が設けられている
。
【００２１】
　また、前記画素領域Ｐ内には、前記保護層６０上に前記薄膜トランジスタ（不図示）の
ドレイン電極（不図示）を露出させるドレインコンタクトホール（不図示）を介して前記
ドレイン電極（不図示）に電気的に接続するバー形状の多数の画素電極６４と、それと交
互に共通コンタクトホールを介して前記共通配線（不図示）に接続するバー形状の多数の
共通電極６２が設けられている。
【００２２】
　そのとき、前記保護層６０上部に設けられるバー形状の前記画素電極６４と前記共通電
極６２は、通常、透明な導電性物質、または不透明な金属物質の単層構成からなる。
【００２３】
　かかる構成のアレイ基板４０に対応してカラーフィルター基板７０には、各画素領域Ｐ
に対応してブラックマトリクス７３と、前記ブラックマトリクスで囲まれた領域に対応し
て赤、緑、青のカラーフィルターパターン７６ａ、７６ｂ、７６ｃが順次繰り返してカラ
ーフィルター層７６が設けられている。
【００２４】
　そして、前記カラーフィルター層７６を覆うようにオーバーコート層７８が設けられて
おり、画素領域Ｐの境界には第１高さのギャップ形成用スペーサ（不図示）と前記第１高
さより低い第２高さのめりこみ防止用スペーサ（不図示）が設けられている。
【００２５】
　しかし、かかる構成を持つ従来の横電界型の液晶表示装置９５は、カラーフィルター基
板７０に、アレイ基板４０と前記カラーフィルター基板７０の貼り合わせのマージンを考
え、光漏れを防止するためのブラックマトリクスを、希望する幅より大幅を持つように形
成しなければならないため、各画素領域の開口率は低下している実状である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　本発明はそのような従来の問題を解決するために案出されたものであり、開口率及び透
過率が向上し、更に製造費用を低減できる横電界型の液晶表示装置の提供をその目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　前述のような目的を達成するための本発明に係る横電界型の液晶表示装置は、表示領域
と非表示領域に定義され、液晶層を介在して対向して貼り合わせられた第１基板及び第２
基板と；前記第１基板の内側面の前記表示領域で相互交差して多数の画素領域を定義する
ゲート配線及びデータ配線と、前記ゲート配線と平行に設けられた共通配線と；前記ゲー
ト配線及び前記データ配線に接続し、前記各画素領域に備えられた薄膜トランジスタと；
前記薄膜トランジスタ上に前記表示領域の全面に設けられたカラーフィルター層と；前記
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カラーフィルター層の上に設けられた、フォトアクリルからなる第１保護層と；前記第１
保護層の上に前記データ配線と重なる垂直部と前記ゲート配線及び前記共通配線と重なる
水平部からなり、前記表示領域で格子形状で設けられた補助共通配線と、各画素領域内に
前記補助共通配線の水平部から分岐した多数のバー形状の中央部共通電極及びそれと交互
に設けられた多数のバー形状の画素電極と；前記非表示領域で前記表示領域を囲み、前記
カラーフィルター層の構成物質からなる、エッジ部の光漏れ防止パターンを有する。
【００２８】
　そのとき、前記薄膜トランジスタと前記カラーフィルター層の間には、前記第１基板の
全面に無機絶縁物質からなる第２保護層が設けられたことを特徴とする。
【００２９】
　前記カラーフィルター層は赤、緑、青のカラーフィルターパターンが順次繰り返して形
成され、前記各カラーフィルターパターンの境界は前記各画素領域の境界に位置するか、
または各画素領域の境界で隣り合う画素領域に備えられたカラーフィルターパターンとの
間に重なって設けられたことを特徴とする。
【００３０】
　また、前記エッジ部の光漏れ防止パターンは、前記赤、緑、青のカラーフィルターパタ
ーンと同一物質からなる赤、緑、青のうち、相互異なる二色以上のカラーフィルターパタ
ーンが重なって設けられたことを特徴とする。
【００３１】
　前記第１基板には、前記各画素領域に前記共通配線から分岐して前記データ配線と平行
に隣り合って設けられた最外殻共通電極が設けられ、前記補助共通配線の垂直部は前記デ
ータ配線と前記最外殻共通電極の離隔領域を覆うように前記最外殻共通電極と重なって設
けられたことを特徴とする。
【００３２】
　また、前記各画素領域において前記第１保護層と前記カラーフィルター層と前記第２保
護層には、前記薄膜トランジスタのドレイン電極を露出させるドレインコンタクトホール
と前記最外殻共通電極を露出させる共通コンタクトホールが備えられ、前記画素電極は前
記ドレインコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接触し、前
記補助共通配線は前記共通コンタクトホールを介して前記最外殻共通電極に接触すること
を特徴とする。
【００３３】
　前記各画素領域において、前記第１保護層と前記カラーフィルター層と前記第２保護層
には、前記薄膜トランジスタのドレイン電極を露出させるドレインコンタクトホールが備
えられ、前記画素電極は前記ドレインコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタの
ドレイン電極に接触し、前記補助共通配線と前記共通配線は前記非表示領域で相互接触す
ることを特徴とする。
【００３４】
　また、前記各画素領域内の前記第１保護層の上部には前記バー形状の画素電極の一端を
全て接続する画素パターンが形成されたことを特徴とする。
【００３５】
　そして、前記補助共通配線と前記画素電極と前記中央部共通電極は、不透明な金属物質
からなる下部層と透明な導電性物質、または銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる上部層の二層
構造を有することを特徴とする。そのとき、前記透明な導電性物質は酸化インジウムスズ
（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、アルミドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）のうち、
いずれか一つであることが望ましい。
【００３６】
　前記共通配線は第１ストレージ電極を構成し、前記薄膜トランジスタのドレイン電極は
前記第１ストレージ電極と重なるように設けられることで第２ストレージ電極を構成し、
順次積層された前記第１ストレージ電極と前記ゲート絶縁膜と前記第２ストレージ電極は
ストレージキャパシタを構成することを特徴とする。
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【００３７】
　そして、前記第２基板の内側面には、前記画素領域の境界に対応して第１高さで、所定
の間隔で離隔する柱状のギャップ形成用スペーサと、前記第１高さより低い第２高さで、
所定の間隔で離隔する柱状のめりこみ防止用スペーサが設けられたことを特徴とする。
【００３８】
　前記データ配線と前記画素電極と前記最外殻共通電極及び前記中央部共通電極は、前記
各画素領域の中央部を基準に対称的に曲がった形状を有することによって、各画素領域が
二重ドメインをなすことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明に係る横電界型の液晶表示装置は、アレイ基板との貼り合わせマージンを考慮し
てカラーフィルター基板に設けられるブラックマトリクスを省略しながら、光漏れを効率
よく防止すると共にカラーフィルター層をアレイ基板に設けることによって、アレイ基板
と対向基板との貼り合わせマージンを考慮する必要がなくなるため、開口率を向上させる
効果がある。
【００４０】
　また、同一層に設けられる画素電極と中央部共通電極とデータ配線の間の離隔間隔が増
加し、低誘電率のフォトアクリルを用いて保護層を設けることでデータ配線とそれと隣接
して設けられる金属材質の構成要素への影響を最小化することによって表示品質を向上さ
せる効果がある。
【００４１】
　また、ブラックマトリクスが省略されることで材料費及びマスク工程数の低減が可能と
なるため、工程の単純化及び製造費用の低減化が図れる効果がある。
【００４２】
　更に、ブラックマトリクスを設けるための設備投資が不要なため、初期設備投資費用を
低減させることができる。
【００４３】
　また、ネガティブ型の特性を有するフォトアクリルを用いて第１保護層を設けることで
、コンタクトホールを形成した後にストリップ工程を行う必要がなくなり、工程の単純化
の効果を奏する。
【００４４】
　また、データ配線と、それと平行に設けられるバー形状の共通電極と画素電極が、各画
素領域内で上下に曲がった線対称構造を持つようにすることで、二重ドメインを具現化で
き、視野角の変化による色度変化を抑える効果がある。
【００４５】
　更に、保護層の上部に設けられるバー形状の共通電極と画素電極を低抵抗特性の不透明
な金属物質と透明な導電性物質からなる二層構造にすることで、外部光による反射率を３
９％以下に低減でき、虹色のシミ発生を抑えると同時に周囲コントラスト比を向上させる
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】一般的な横電界型の液晶表示装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図２ａ】一般的な横電界型の液晶表示装置のオン状態における動作を示す断面図である
。
【図２ｂ】一般的な横電界型の液晶表示装置のオフ状態における動作を示す断面図である
。
【図３】従来の一般的な横電界型の液晶表示装置における一つの画素領域を示す断面図で
ある。
【図４】本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置において、スイッチング素子を含
む一つの画素領域を示す平面図である。
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【図５】本発明の実施例の変形例に係る横電界型の液晶表示装置において、スイッチング
素子を含む一つの画素領域を示す平面図である。
【図６】図４の切断線ＶＩ－ＶＩに沿って切断した部分を示す断面図である。
【図７】図４の切断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿って切断した部分を示す断面図である。
【図８】本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置における非表示領域の一部を示す
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、図面を参照しながら本発明の望ましい実施例を説明する。
【００４８】
　図４は、本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置において、スイッチング素子を
含む一つの画素領域を示す平面図であって、アレイ基板を主に示している。
【００４９】
　図４に示すように本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置１００は、画素電極１
７０と共通電極１７３とカラーフィルター層（不図示）が備えられたアレイ基板（不図示
）と、ギャップ形成用スペーサ及びめりこみ防止用スペーサ（不図示）が備えられた対向
基板（不図示）と、それら両基板（不図示）の間に介在された液晶層（不図示）からなる
。
【００５０】
　前記アレイ基板には、ベースとなるガラス、またはプラスチック材質の透明な絶縁基板
（不図示）上に、ゲート絶縁膜（不図示）を介し、その下部及び上部を互いに縦横に延び
て交差し、多数の画素領域Ｐを定義する多数のゲート配線１０３とデータ配線１３０が設
けられている。
【００５１】
　また、前記絶縁基板（不図示）上には、前記ゲート配線１０３と同一物質からなり、前
記ゲート配線１０３と離隔し、各画素領域Ｐを貫通して共通配線１０９が設けられている
。
【００５２】
　また、前記各画素領域Ｐにおいて前記ゲート配線１０３とデータ配線１３０の交差部付
近には、それらゲート配線１０３及びデータ配線１３０と接続してスイッチング素子であ
る薄膜トランジスタＴｒが備えられている。
【００５３】
　そのとき、前記薄膜トランジスタＴｒは順次積層された形のゲート電極１０５と、ゲー
ト絶縁膜（不図示）と、半導体層（不図示）と、相互離隔するソース電極１３３及びドレ
イン電極１３６からなる。
【００５４】
　一方、前記各画素領域Ｐの内部には、前記共通配線１０９が設けられた同一層に、同一
物質からなり、前記共通配線１０９から分岐した形で前記データ配線１３０と平行に最外
殻共通電極１１６が設けられている。かかる最外殻共通電極１１６は、それと隣り合うデ
ータ配線１３０の画素領域Ｐへの影響を最小化する役割をする。
【００５５】
　本発明において最も特徴的なのは、構成要素の一つとして、各画素領域Ｐに対応して赤
、緑、青のカラーフィルターパターン（不図示）が順次繰り返してなるカラーフィルター
層（不図示）が前記薄膜トランジスタＴｒを覆い、画像を表示する表示領域（不図示）の
全面に設けられることである。
【００５６】
　そのとき、図面には示していないが、前記カラーフィルター層（不図示）と前記薄膜ト
ランジスタＴｒの間には無機絶縁物質からなる第２保護層（不図示）が更に設けられてい
る。
【００５７】



(9) JP 2013-37364 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

　一方、前記の各カラーフィルターパターン（不図示）の境界は各画素領域Ｐの境界、例
えばデータ配線１３０、またはゲート配線１０３上に位置することを特徴とし、各カラー
フィルターパターン（不図示）の境界に通常設けられるブラックマトリクスは省略された
ことを特徴とする。
【００５８】
　一方、前記カラーフィルター層（不図示）は前記ゲート配線１０３の延長方向には赤、
緑、青のカラーフィルターパターン（不図示）が順次繰り返す構成になっているが、デー
タ配線１３０の延長方向には赤、緑、青のカラーフィルターパターン（不図示）が順次繰
り返す構成になっても良く、または同一色のカラーフィルターパターンが備えられても良
い。前記各カラーフィルターパターン（不図示）がデータ配線１３０の延長方向に同一色
で配列される場合、各カラーフィルターパターンの境界はデータ配線１３０上にだけ形成
される。
【００５９】
　図３において非表示領域に関しては示していないが、表示領域の最外殻の一部を含み、
非表示領域（不図示）に前記表示領域（不図示）を囲む形で前記カラーフィルター層（不
図示）を構成する赤、緑、青のカラーフィルターパターン（不図示）のうち、相互異なる
二つ以上のカラーフィルターパターン（不図示）が重なって設けられることによってエッ
ジ部の光漏れ防止パターン（不図示）が設けられることを特徴とする。
【００６０】
　そのように相互異色のカラーフィルターパターン（不図示）が前記表示領域（不図示）
の最外殻の一部を含み、前記表示領域（不図示）を囲む形で非表示領域（不図示）に重な
って設けられることで形成される前記エッジ部の光漏れ防止パターン（不図示）は、従来
の横電界型の液晶表示装置（図３の９５）において表示領域の最外殻のエッジ部の光漏れ
を抑えるために備えられるブラックマトリクスの役割をすることを特徴とする。
【００６１】
　一方、前記表示領域（不図示）に備えられるカラーフィルター層（不図示）は各画素領
域Ｐで境界を作りながら設けられているが、前記非表示領域（不図示）に備えられたエッ
ジ部の光漏れ防止パターン（不図示）のように各画素領域Ｐの境界で隣り合う画素領域に
備えられたカラーフィルターパターン（不図示）との間で重なって設けられることもでき
る。
【００６２】
　そのようにカラーフィルターパターン（不図示）が各画素領域Ｐの境界で重なり合って
設けられる場合、前記画素領域Ｐの各境界に対応して設けられる共通補助配線１７５と共
に各画素領域Ｐで発生する光漏れを更に安定して防止することができる。
【００６３】
　また、かかる構成のカラーフィルター層（不図示）とエッジ部の光漏れ防止パターン（
不図示）の上部には、図面には示していないが、ネガティブ型減光性のフォトアクリルか
らなる第１保護層（不図示）が設けられている。
【００６４】
　また、前記第１保護層（不図示）の上部には、前記データ配線１３０とその両側に設け
られた最外殻共通電極１１６とそれら両構成要素１３０、１１６の離隔領域に重なる垂直
部１７５ａと、前記ゲート配線１０３と前記共通配線１０９とそれら両構成要素１０３、
１０９の離隔領域に重なる水平部１７５ｂからなる補助共通配線１７５が設けられている
ことを特徴とする。
【００６５】
　従って、かかる構成の補助共通配線１７５は実際に表示領域（不図示）においては格子
形状であることを特徴とする。
【００６６】
　かかる補助共通配線１７５は、不透明な金属物質からなる部分を含むことで各画素領域
Ｐの境界を構成するゲート配線１０３と共通配線１０９及びデータ配線１３０に対応して
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設けられるが、前記水平部１７５ｂは前記ゲート配線１０３とそれに隣り合って設けられ
る前記共通配線１０９との間の離隔領域を覆い、かつ、前記垂直部１７５ａは前記データ
配線１３０とそれに隣り合う最外殻共通電極１１６との間の離隔領域を覆うことで、実際
に従来の横電界型の液晶表示装置（図３の９５）のカラーフィルター基板（図３の７０）
に備えられるブラックマトリクス（図３の７３）の役割をすることを特徴とする。
【００６７】
　その場合、前記補助共通配線１７５は各画素領域Ｐの境界を構成するゲート配線１０３
及びデータ配線１３０が設けられたアレイ基板（不図示）に設けられることで、従来の横
電界型の液晶表示装置（図３の９５）のように貼り合わせマージンを考慮する必要がなく
なるため、従来のブラックマトリクス（図３の７３）の幅より小幅になるように設けられ
ることができ、画素領域Ｐの開口率を向上させる効果がある。
【００６８】
　一方、前記各画素領域Ｐには前記補助共通配線１７５の水平部１７５ｂから分岐して前
記最外殻共通電極１１６と平行に、バー形状の多数の中央部共通電極１７３が所定の間隔
で離隔して設けられている。
【００６９】
　そのとき、前記各画素領域には前記共通配線１０９、または前記最外殻共通電極１１６
を露出させる共通コンタクトホール１５８が備えられ、前記補助共通配線１７５は前記共
通コンタクトホール１５８を介して前記共通配線１０９、または最外殻共通電極１１６に
接触していることを特徴とする。
【００７０】
　一方、本発明の実施例においては、各画素領域Ｐに前記最外殻共通電極１１６の一端を
露出させる共通コンタクトホール１５８が備えられたことを一例として示している。
【００７１】
　しかし、図５（本発明の実施例の変形例に係る横電界型の液晶表示装置において、スイ
ッチング素子を含む一つの画素領域を示す平面図であり、本発明の実施例と同一構成要素
に対しては同一の符号をつける）を参照すると、前記補助共通配線１７５が表示領域にお
いて格子形状で設けられ、かつ、かかる補助共通配線１７５が低抵抗特性を持つ不透明な
金属物質からなる場合、前記各画素領域Ｐに備えられた共通コンタクトホールは省略され
得る。
【００７２】
　一方、そのように各画素領域Ｐに備えられた共通コンタクトホールが省略される場合、
前記共通配線１０９と前記補助共通配線１７５は、多数の画素領域Ｐを含む表示領域（不
図示）の外側の非表示領域（不図示）で別個のコンタクトホールを介して電気的に接続さ
れることを特徴とする。
【００７３】
　前記補助共通配線１７５は表示領域（不図示）で格子形状を持ち、そして低抵抗特性を
持つ不透明な金属物質からなる部分を含むため、表示領域（不図示）の全面にわたり内部
抵抗に起因した電圧強化による有意差は、各画素領域Ｐで共通コンタクトホール（図４の
１５８）を介して接触する横電界型の液晶表示装置（図４の１００）のレベルになる。
【００７４】
　従って、前述した通りに例え、各画素領域Ｐ内で共通コンタクトホール（図４の１５８
）を省略し、非表示領域（不図示）で前記共通配線１０９と前記補助共通配線１７５を電
気的に接続させる構成にしても、電圧強化による有意差は殆どないため問題とならず、そ
の場合、各画素領域Ｐに備えられた共通コンタクトホール（図４の１５８）を省略できる
ため、画素領域Ｐの開口率を更に向上させる効果がある。
【００７５】
　一方、図４を参照すると、表示領域において各画素領域Ｐ内部にはドレインコンタクト
ホール１５７を介して前記薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極１３６に接続される画素
パターンが前記共通配線１０９に重なって形成されており、前記画素パターンから分岐し
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てバー形状を持つ多数の画素電極１７０が前記最外殻共通電極１１６の内側に前記多数の
中央部共通電極１７３と交互に設けられている。
【００７６】
　そのとき、バー形状の前記最外殻共通電極１１６及び前記中央部共通電極１７３と前記
画素電極１７０は、各画素領域Ｐの中央部に位置する前記ゲート配線１０３と平行した仮
想の基準線を基準に所定の角度を持って対称的に曲がった形状を有することで、各画素領
域Ｐの中央部を基準にその上部と下部は、前記共通電極１１６、１７３と前記画素電極１
７０の方向を異なって設けられることにより、二重ドメイン構造を持つことを特徴とする
。
【００７７】
　そのように一つの画素領域Ｐ内で共通電極１１６、１７３と画素電極１７０を異なる方
向に設け、二重ドメインを具現化した理由は、視野角の変化による色度変化を抑え、表示
品質を向上させるためである。
【００７８】
　一方、それら多数の画素電極１７０及び共通電極１１６、１７３が各画素領域Ｐ内で曲
がった形状を有することによって、前記データ配線１３０もまた各画素領域Ｐの中央部を
基準に対称的に曲がった形状を有することを特徴とする。
【００７９】
　そのとき、前記データ配線１３０は画素領域Ｐ毎に分離されて設けられたことではなく
、表示領域（不図示）全体に対して接続された構成であるため、前記データ配線１３０は
表示領域（不図示）においては各画素領域Ｐの中央部を基準に曲がったジグザグ形状を有
することを特徴とする。
【００８０】
　本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置１００用アレイ基板の場合、前記共通電
極１１６、１７３と前記画素電極１７０及び前記データ配線１３０が各画素領域Ｐの中央
部を基準に曲がった形状を有することによって二重ドメイン構造になることを一例として
示しているが、前記共通電極１１６、１７３と前記画素電極１７０及び前記データ配線１
３０は必ず各画素領域Ｐの中央部を基準に曲がった形状を有する必要はなく、直線形状で
あっても良い。
【００８１】
　一方、各画素領域Ｐの内部には前記共通配線１０９と重なり、前記ドレイン電極１３６
が延びて設けられることにより、ゲート絶縁膜（不図示）を介して重なり合う前記共通配
線１０９と前記ドレイン電極１３６がそれぞれ第１及び第２ストレージ電極１１０、１３
８を構成しており、それら第１及び第２ストレージ電極１１０、１３８とそれらと重なる
ゲート絶縁膜（不図示）はストレージキャパシタＳｔｇＣを構成している。
【００８２】
　本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置においてもう一つ特徴的なのが、外部光
による反射率を３９％以下のレベルにするため、前記補助共通配線１７５と前記画素パタ
ーンとバー形状の前記中央部共通電極１７３と前記画素電極１７０が二層構造をなすこと
である。
【００８３】
　その場合、二層構造の前記補助共通配線１７５と前記画素パターンと前記画素電極１７
０及び前記中央部共通電極１７３において、それぞれの下部層（不図示）は低抵抗特性を
持つ不透明な金属物質のモリチタン（ＭｏＴｉ）からなり、それぞれの上部層（不図示）
は透明な導電性物質の酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、
アルミドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）のうち、いずれか一つ、または不透明な金属物質の銅窒
化物（ＣｕＮｘ）からなることを特徴とする。
【００８４】
　一方、かかる構成のアレイ基板（不図示）に対応して位置する対向基板（不図示）には
、画素領域Ｐの境界に対応して柱状で第１高さを持つギャップ形成用スペーサ（不図示）
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が所定の間隔で離隔して設けられると同時に柱状で前記第１高さより低い第２高さを持つ
めりこみ防止用スペーサ（不図示）が所定の間隔で離隔して設けられている。
【００８５】
　そのとき、前記ギャップ形成用スペーサ（不図示）とめりこみ防止用スペーサ（不図示
）は透明な有機絶縁物質からなっても良く、またはブラック顔料を含むブラックレジンか
らなっても良い。
【００８６】
　また、かかる構成のアレイ基板（不図示）と対向基板（不図示）の間に液晶層（不図示
）が介在され、前記ギャップ形成用スペーサ（不図示）の一端は前記アレイ基板（不図示
）の最上部に位置する構成要素に接触して貼り合わせられている。
【００８７】
　そのとき、前記アレイ基板（不図示）と対向基板（不図示）が互いに貼り合わせられ、
パネルの構成状態を維持できるよう、前記非表示領域（不図示）には前記液晶層（不図示
）を囲む形で接着剤の役割をするシールパターン（不図示）が備えられることによって、
本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置１００が完成される。
【００８８】
　次に、かかる平面構成を持つ本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置の断面構成
について図面を用いて詳しく説明する。
【００８９】
　図６は図４の切断線ＶＩ－ＶＩに沿って切断した部分を示す断面図であり、図７は図４
の切断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿って切断した部分を示す断面図であり、図８は本発明の実施
例に係る横電界型の液晶表示装置における非表示領域の一部を示す断面図である。説明の
都合上、スイッチング素子である薄膜トランジスタＴｒが備えられる領域をスイッチング
領域ＴｒＡと定義し、ストレージキャパシタＳｔｇＣが備えられる領域をストレージ領域
ＳｔｇＡと定義する。
【００９０】
　図６、図７、そして図８に示すように本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置１
００は、交互に離隔する多数の画素電極１７０と共通電極１７３及びカラーフィルター層
１５０が設けられたアレイ基板１０２と、スペーサ１８８、１８９が設けられた対向基板
１８１及び液晶層１９５からなる。
【００９１】
　まず、下部のアレイ基板１０２には一方向に延びるゲート配線（図４の１０３）が設け
られており、前記ゲート配線（図４の１０３）と平行に離隔して共通配線（図４の１０９
）が設けられている。
【００９２】
　そのとき、前記スイッチング領域ＴｒＡに対応して前記ゲート配線（図４の１０３）は
、その一部領域がゲート電極１０５を構成している。
【００９３】
　各画素領域Ｐの内部には前記共通配線（図４の１０９）から分岐し、データ配線１３０
に隣り合って最外殻共通電極１１６が設けられており、前記ストレージ領域ＳｔｇAには
前記共通配線（図４の１０９）が他領域に比べてより大幅を持つことによってそれ自体で
第１ストレージ電極１１０を構成している。
【００９４】
　次に、前記ゲート配線（図４の１０３）と前記ゲート電極１０５と前記共通配線（図４
の１０９）及び前記最外殻共通電極１１６の上に前記アレイ基板の全面にわたり、無機絶
縁物質、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）または窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなるゲー
ト絶縁膜１１８が形成されている。
【００９５】
　そして、前記ゲート絶縁膜１１８上の前記スイッチング領域ＴｒＡには、純粋なアモル
ファスシリコンからなるアクティブ層１２０ａと、その上部に位置して不純物アモルファ
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スシリコンからなり、互いに離隔する形を持つオーミックコンタクト層１２０ｂからなる
半導体層１２０が設けられている。
【００９６】
　一方、前記ゲート絶縁膜１１８の上部には前記ゲート配線（図４の１０３）と交差して
画素領域Ｐを定義するデータ配線１３０が設けられている。そのとき、図面においては、
前記データ配線１３０の下部に前記半導体層１２０を構成するものと同一物質からなる第
１及び第２パターン１２１ａ、１２１ｂで構成される半導体パターン１２１が形成されて
いることを一例として示しているが、かかる半導体パターン１２１は製造工程によるもの
で省略され得る。
【００９７】
　一方、前記スイッチング領域ＴｒＡには、前記半導体層１２０上に前記データ配線１３
０から分岐してソース電極１３３が設けられており、前記ソース電極１３３と離隔してド
レイン電極１３６が設けられている。そのとき、前記ソース電極１３３及び前記ドレイン
電極１３６は、互いに離隔するオーミックコンタクト層１２０ｂにそれぞれ接触している
。
【００９８】
　前記スイッチング領域ＴｒＡに順次積層された前記ゲート電極１０５と前記ゲート絶縁
膜１１８と前記半導体層１２０と相互離隔する前記ソース電極１３３及び前記ドレイン電
極１３６は、スイッチング素子である薄膜トランジスタＴｒを構成する。
【００９９】
　前記ストレージ領域ＳｔｇＡには、前記ゲート絶縁膜１１８の上部に前記第１ストレー
ジ電極１１０に対応して前記ドレイン電極１３６が延びて形成されることによって第２ス
トレージ電極１３８が設けられている。そのとき、前記ストレージ領域ＳｔｇＡに順次積
層された前記第１ストレージ電極１１０と前記ゲート絶縁膜１１８と前記第２ストレージ
電極１３８は、ストレージキャパシタＳｔｇＣを構成する。
【０１００】
　次に、前記データ配線１３０と前記ソース電極１３３と前記ドレイン電極１３６と前記
第２ストレージ電極１３８の上に無機絶縁物質、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）、また
は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる第２保護層１４０が前記アレイ基板１０２の全面に
わたって設けられている。
【０１０１】
　そして、表示領域において前記第２保護層１４０の上に、各画素領域Ｐに対応して境界
を作りながら赤、緑、青のカラーフィルターパターン１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃが順
次繰り返すカラーフィルター層１５０が設けられている。
【０１０２】
　また、非表示領域ＮＡにおいて前記第２保護層１４０の上部には、前記表示領域を囲み
、前記カラーフィルター層１５０を構成する赤、緑、青のカラーフィルターパターン１５
１ａ、１５１ｂ、１５１ｃのうち、相互異色のカラーフィルターパターン１５１ａ、１５
１ｂが重なって形成されたことを特徴とするエッジ部の光漏れ防止パターン１５１が設け
られていることを特徴とする。
【０１０３】
　そのとき、前記非表示領域ＮＡに前記表示領域を囲み、重なって形成されたカラーフィ
ルターパターン１５１ａ、１５１ｂは、望ましくは図面に示すようにそれぞれ赤、青のカ
ラーフィルターパターン１５１ａ、１５１ｂが重なって二層構造で形成されるか、または
図面には示していないが、赤、緑、青のカラーフィルターパターン１５１ａ、１５１ｂ、
（不図示）が重なって三層構造で形成されることを特徴とする。
【０１０４】
　二色以上のカラーフィルターパターン１５１ａ、１５１ｂが重なって形成される場合、
光学密度が非常に高くなって光の透過率が落ちるので、かかる現象を利用して前述した通
りに相互異色のカラーフィルターパターン１５１ａ、１５１ｂが重なった二層、または三
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層構造のエッジ部の光漏れ防止パターン１５１を形成することによって、表示領域の最外
殻における光漏れを防止することができる。
【０１０５】
　従って、かかる構成のエッジ部の光漏れ防止パターン１５１は、前記表示領域に設けら
れた補助共通配線１７５と共にそれぞれ表示領域の最外殻及び各画素領域Ｐ内で発生する
光漏れを防止する手段となっている。
【０１０６】
　一方、本発明の実施例に係る横電界型の液晶表示装置１００の場合、表示領域に設けら
れるカラーフィルター層１５０は各カラーフィルターパターン１５０ａ、１５０ｂ、１５
０ｃが画素領域Ｐの境界で重なることなく形成されているが、他の変形例として前記エッ
ジ部の光漏れ防止パターン１５１のように各画素領域Ｐの境界で隣り合う画素領域Ｐに形
成されたカラーフィルターパターン１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃとの間で重なって形成
されることもできる。その場合、重なって形成されたカラーフィルターパターン１５０ａ
、１５０ｂ、１５０ｃはそれらの上部に備えられる補助共通配線１７５と共に画素領域Ｐ
のエッジ部で発生する光漏れの防止手段となり得る。
【０１０７】
　次に、前記カラーフィルター層１５０とエッジ部の光漏れ防止パターン１５１の上に前
記アレイ基板１０２の全面にわたり、有機絶縁物質の中で比較的に低誘電率を持つフォト
アクリルからなる第１保護層１５５が設けられている。
【０１０８】
　そのように第１保護層１５５を低誘電率特性のフォトアクリルで形成する理由は、前記
データ配線１３０及び前記最外殻共通電極１１６の上部に設けられる補助共通配線１７５
の垂直部１７５ａとの重なりによる寄生容量を最小化し、前記データ配線１３０とその周
辺に設けられる前記最外殻共通電極１１６によって発生する、望まない電界による影響を
最小化するためである。
【０１０９】
　また、フォトアクリルは現像後に露光部分が残るネガティブ型感光性を持つため、それ
を第１保護層１５５として用いると製造工程上、その下部に備えられる構成要素を露出さ
せるコンタクトホールなどを形成する場合、別途のストリップ工程を行う必要がないため
、製造工程を単純化できるメリットがある。
【０１１０】
　一方、かかる低誘電率を持つフォトアクリルからなる前記第１保護層１５５と共にその
下部に設けられるカラーフィルター層１５０と第２保護層１４０には、前記ドレイン電極
１３６、更に正確には前記ドレイン電極１３６が延びた部分の前記第２ストレージ電極（
不図示）を露出させるドレインコンタクトホール１５７が形成されており、また、前記第
１保護層１５５と前記カラーフィルター層１５０と前記第２保護層１４０及び前記ゲート
絶縁膜１１８には、前記最外殻共通電極１１６の一端を露出させる共通コンタクトホール
（図４の１５８）が形成されている。
【０１１１】
　そのとき、本発明の変形実施例に係る横電界型の液晶表示装置（図５の１００）の場合
、各画素領域Ｐに備えられる前記共通コンタクトホール（図４の１５８）は省略されるこ
とができる。
【０１１２】
　次に、前記ドレインコンタクトホール１５７及び前記共通コンタクトホール（図４の１
５８）が備えられた前記第１保護層１５５の上に、低抵抗特性を持つ不透明な金属物質の
モリチタン（ＭｏＴｉ）からなる下部層（不図示）と、透明な導電性物質の酸化インジウ
ムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、アルミドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）の
うち、いずれか一つ、または不透明な低反射性金属物質の銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる
上部層（不図示）の二層構造を持つ補助共通配線１７５が設けられている。
【０１１３】
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　そのとき、前記補助共通配線１７５は実施例のように前記共通コンタクトホール（図４
の１５８）を介して前記最外殻共通電極１１６に接触するか、または共通コンタクトホー
ル（図４の１５８）が省略された変形例に係る横電界型の液晶表示装置（図５の１００）
の場合には、表示領域の外側の非表示領域ＮＡで前記共通配線（図４の１０９）に接触す
るように構成されている。
【０１１４】
　かかる補助共通配線１７５は各画素領域Ｐの境界に対応して、前記データ配線１３０と
それと離隔する最外殻共通電極１１６に重なる垂直部１７５ａと、前記ゲート配線（図４
の１０３）とそれと離隔する共通配線（図４の１０９）に重なる水平部１７５ｂで構成さ
れることで表示領域において格子形状をなし、前記データ配線１３０と前記最外殻共通電
極１１６の間の離隔領域と、前記ゲート配線（図４の１０３）と前記共通配線（図４の１
０９）の間の離隔領域で発生する光漏れを抑えるブラックマトリクスの役割をすることを
特徴とする。
【０１１５】
　また、前記第１保護層１５５の上に、前記ドレインコンタクトホール１５７を介して前
記ドレイン電極１３６に接続された第２ストレージ電極１３８に接触する画素パターンが
形成されている。
【０１１６】
　また、各画素領域Ｐにおいて前記第１保護層１５５の上部には、前記補助共通配線１７
５の水平部１７５ｂから分岐して二層構造を持つバー形状の多数の中央部共通電極１７３
が、前記最外殻共通電極１１６の内側に所定の間隔で離隔して形成されている。
【０１１７】
　そして、前記第１保護層１５５上に、各画素領域Ｐには前記画素パターンから分岐して
前記最外殻共通電極１１６の内側に前記バー形状の多数の中央部共通電極１７３と交互に
バー形状の多数の画素電極１７０が形成されている。
【０１１８】
　そのとき、前記多数の画素電極１７０と前記中央部共通電極１７３、または低抵抗特性
を持つ不透明な金属物質のモリチタン（ＭｏＴｉ）からなる下部層１７０ａ、１７３ａと
、透明な導電性物質の酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、
アルミドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）のうち、いずれか一つ、または不透明な低反射性金属物
質の銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる上部層１７０ｂ、１７３ｂの二層構造を持つことを特
徴とする。
【０１１９】
　そのように二層構造の画素電極１７０と中央部共通電極１７３を設ける場合、外部光に
よる反射率を３９％以下に低減できることを特徴とする。
【０１２０】
　また、そのように二つ以上の物質で、特定厚さの二層構造の物質層が設けられる場合、
各物質層はその内部における屈折率差があり、屈折率及び厚さの差によって各物質層の表
面で反射する光は、相殺干渉を起こす反射防止膜（Ａｎｔｉ－Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　Ｃ
ｏａｔｉｎｇ）効果に起因して結果的にその強度が低減し、かかる現像によって外部光の
反射率を３９％以下に低減させることができる。
【０１２１】
　一方、上部層が銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる場合、前述した反射防止膜効果はないが
、それ自体が低反射特性を持つため、外部光に対して３９％以下の反射率を有する。その
とき、銅窒化物（ＣｕＮｘ）からなる上部層の下部にモリチタンの下部層を設ける理由は
、銅窒化物（ＣｕＮｘ）とフォトアクリルからなる前記第１保護層１５５との接着性が非
常に悪く、浮きが発生するため、接着性を向上させて浮き発生を防止するためである。
【０１２２】
　一方、かかる二層構造を持つ前記画素電極１７０と前記中央部共通電極１７３と前記最
外殻共通電極１１６は、各画素領域Ｐ内において直線のバー形状を持つことができ、また
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【０１２３】
　そのように画素電極１７０と共通電極１１６、１７３が各画素領域Ｐ内において対称的
に曲がったバー形状を持つ場合、各画素領域Ｐは二重ドメインを形成することになり、視
野角の変化による色度変化を抑える効果がある。
【０１２４】
　一方、かかる構成要素が備えられた前記アレイ基板１０２に対応し、離隔して位置する
前記対向基板１８１には、前記画素領域Ｐの境界に対応して必要に応じて、柱状で第１高
さを持つギャップ形成用スペーサ１８８が所定の間隔で離隔して設けられると同時に柱状
で前記第１高さより低い第２高さを持つめりこみ防止用スペーサ１８９が所定の間隔で離
隔して設けられている。
【０１２５】
　また、かかる構成を持つアレイ基板１０２と対向基板１８１の間に液晶層１９５が介在
されており、前記ギャップ形成用スペーサ１８８の一端が前記アレイ基板１０２の最上部
に位置する構成要素に接触して貼り合わせられている。
【０１２６】
　そのとき、前記アレイ基板１０２と前記対向基板１８１が互いに貼り合わせられ、パネ
ルの構成状態を維持できるよう、前記非表示領域ＮＡには前記液晶層１９５を囲む形で接
着剤の役割をするシールパターン１９７が備えられることによって、本発明の実施例に係
る横電界型の液晶表示装置１００が完成される。
【０１２７】
　かかる構成を持つ本発明の実施例に係る横電界方の液晶表示装置１００は、貼り合わせ
マージンを考慮して設けられるブラックマトリクスを省略することで開口率が向上すると
同時にマスク工程数を低減でき、更にブラックマスクと共にオーバーコート層の省略によ
り材料費を低減できるため、結果的に製品の製造費用を低減できる効果がある。
【０１２８】
　更に、ブラックマトリクスを設けるための設備投資が不要なため、初期設備投資費用を
低減させることができる。
【０１２９】
　また、ネガティブ型感光性のフォトアクリルを用いて第１保護層１５５を設けることで
、構成要素のコンタクトホールを形成した後にストリップ工程を行う必要がないため、工
程の単純化の効果を奏する。
【０１３０】
　また、データ配線１３０と、それと平行に設けられるバー形状の中央部共通電極１７３
と画素電極１７０が、各画素領域Ｐ内で上下に曲がった線対称構造を持つようにすること
で、二重ドメインを具現化でき、視野角の変化による色度変化を抑える効果がある。
【０１３１】
　更に、第１保護層１５５の上部に設けられるバー形状の中央部共通電極１７３と画素電
極１７０を不透明な金属物質と、透明な導電性物質、または銅窒化物（ＣｕＮｘ）からな
る二層構造にすることで、外部光による反射率を３９％以下に低減でき、虹色のシミ発生
を抑えると同時に周囲コントラスト比を向上させる効果がある。
【符号の説明】
【０１３２】
　１００：横電界型の液晶表示装置、１０３：ゲート配線、１０５：ゲート電極、１０９
：共通配線、１１０：第１ストレージ電極、１１６：最外殻共通電極、１３０：データ配
線、１３３：ソース電極、１３６：ドレイン電極、１３８：第２ストレージ電極、１５７
：ドレインコンタクトホール、１７０：画素電極、１７３：中央部共通電極、１７５：補
助共通配線、１７５ａ：補助共通配線の垂直部、１７５ｂ：補助共通配線の水平部、Ｐ：
画素領域、ＳｔｇＣ：ストレージキャパシタ、Ｔｒ：薄膜トランジスタ
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